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半導体製造において、シリコンウエハ上に回路パターンを形成するリソグラフィは、最終成果物である半導体装置の性能を左右する極めて
重要な技術である。リソグラフィの処理工程の概要を表4-6-1-1及び図4-6-1-1に示す。
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回路パターンの品質は、露光技術だけではなく、露光前後に行われるウエハの前処理
、 レジスト塗布、現像・リンス、ベーク、レジスト剥離等の処理技術の影響を強く受
けるものであることから、国内外で露光前後処理技術の研究開発がさかんに行われてい
る。

半導体製造業界では、近年の半導体設備投資の増加やEUV（極端紫外線）露光装置の
導入開始に伴い、露光前後処理装置（コータ／デベロッパ等）の市場拡大が見込まれて
おり、日本企業による特許出願も多くみられる。その一方で、半導体製造の中心は海外
、特に韓国や台湾に遷移しつつあることから、世界的な技術動向を把握することが必要
である。

したがって、本テーマでは、半導体製造の技術分野に関し、露光前後処理技術という
観点から調査することとした。

上記の処理工程を基にして、特許調査等における技術区分を下記に示す５つとした。
（１）ウエハの前処理（ウエハの疎水・親水化処理）：上記①
（２）フォトレジスト塗布：上記②
（３）ベーク装置：上記③、⑥
（４）現像・リンス：上記⑦
（５）レジスト剥離（レジスト剥離、レジストの周辺部の除去）：上記④、⑧、⑨
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【特許調査条件】

対象国(出願先) ： 日本、米国、欧州、中国、韓国、台湾の計６か国（地域）

出願年(優先権主張年)： 2006年～2018年

使用DB： Derwent Innovation(クラリベイト・アナリティクス社 提供)

検索日： 2021年 3月 4日
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特許検索式
表4-6-1-2 特許検索式（母集団）
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特許検索式
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特許検索式
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特許検索式
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特許検索式
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検索期間:優先権主張年(2006年～2018年)
出願先国: (CC=(JP OR US OR (EP OR DE OR FR OR GB OR AT OR CH OR YU OR CS OR CY 
OR CZ OR BE OR BG OR IS OR IT OR LT OR LU OR LV OR MC OR MT OR DD OR DK OR EE OR 
ES OR FI OR GR OR SI OR PL OR PT OR SE OR SK OR RO OR RS OR SM OR HR OR HU OR NL 
OR NO OR IE OR TR) OR CN OR KR OR TW OR WO))
欧州出願は、出願先国がEP OR AT OR BE OR BG OR CH OR CS OR CY OR CZ OR DD OR DK 
OR EE OR ES OR FI OR GR OR HR OR HU OR IE OR IS OR IT OR LT OR LU OR LV OR MC OR 
MT OR NL OR NO OR PL OR PT OR RO OR RS OR SE OR SI OR SK OR SM OR TR OR YUである
ものを表す。
欧州特許の付与後に各国に移行した特許も独立した特許として集計している。
特許データベース: Derwent Innovation(クラリベイト・アナリティクス社)
キーワード検索用フィールドタグ
ICR: 最新のIPCを検索対象とする
CPC：最新のCPCを検索対象とする
FIC: FIコード
ALL: テキストフィールドすべて
AB: 抄録
CL: 請求項

検索日:2021年3月4日

特許検索式
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表4-6-1-4 IPC(国際特許分類)の説明 表4-6-1-5 CPC(欧州と米国の共通特許分類)の説明

特許検索式
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特許検索式
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表4-6-1-6 FI (日本の特許分類)の説明

【出願先国・地域凡例】
WO：PCT（特許協力条約）に基づく国際出願、JP：日本、CN：中国、KR：韓国、
US：米国、IT：イタリア、DE：ドイツ、FR：フランス、
EP：欧州特許庁、GB：イギリス、AT：オーストリア、BE：ベルギー、BG：ブル
ガリア、CH：スイス、CS：チェコスロバキア、CY：キプロス、CZ：チェコ、DD
：東ドイツ、DK：デンマーク、EE：エストニア、
ES：スペイン、FI：フィンランド、GR：ギリシャ、HR：クロアチア、HU：ハン
ガリー、IE：アイルランド、IS：アイスランド、LT：リトアニア、LU：ルクセ
ンブルク、LV：ラトビア、MC：モナコ、MT：マルタ、NL：オランダ、NO：ノル
ウェー、PL：ポーランド、PT：ポルトガル、RO：ルーマニア、RS：セルビア、
SE：スウェーデン、SI：スロベニア、SK：スロバキア、SM：サンマリノ、TR：
トルコ、YU：ユーゴスラビア、TW：台湾

特許検索式
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SEMICON Korea 2021のバーチャルコンファレンスとして開催された「SEMIマーケットトレンドフォーラム」における前工程製造装置
(Wafer Fab Equipment：WFE)市場予測では、図4-6-2-1に示すように、2020年に594億ドルと過去最高を記録し、2021年には約660億ドルに
、2022年には約700億ドルに、2023年には約720億ドルへ増加すると予測している。
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図4-6-2-3に、2021年および2022年の半導体製造装置市場規模予
測(前工程と後工程の合計金額)の国・地域別の比率を示す。

2021年および2022年の予測において、1位の台湾と2位の韓国を
合わせると50％以上を占める。

図4-6-2-2に、2021年および2022年の国・地域別の半導体
製造装置市場規模予測(前工程と後工程の合計金額)を示す。

国・地域別に見ると、台湾が1位で、2022年の予測金額が
212億ドル、次いで僅差で韓国（2022年の予測金額：207億ド
ル）が続き、さらに中国と続く。

 

出所：（株）マイナビHP 「マイナビニュース」2021年2月16日
https://news.mynavi.jp/article/20210216-1733779/を基に作成
（アクセス：2021年3月9日）

図 4-6-2-3 予測年ごとの国・地域別の半導体製造装置市場比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：（株）マイナビHP 「マイナビニュース」2021年2月16日
https://news.mynavi.jp/article/20210216-1733779/を基に作成
（アクセス：2021年3月9日）
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国内における半導体露光の前後処理技術の主な政策を表4-6-3-1に示す。
経済産業省は、2050年に向けて日本の産業技術の方向性を示した「産業技術ビジョン 2020」を2020年5月に発表し、それを基に2025年まで

に実現すべき事項の一つに「ポストムーア時代の次世代コンピューティング技術」を挙げている。その中で、半導体製品の製造に不可欠な製
造装置・材料を始めとする製造基盤の維持・強化に向けて取組を行うことを目標にしている。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、「ポスト5Gに対応した情報通信システムで必要となる先端半導体の製
造技術の開発」を支援するため、2021年3月より公募を開始した。具体的には、先端半導体製造プロセスのうち、前工程に係る製造技術（微細
化（More Moore）技術）の開発により、我が国のポスト5G情報通信システムの開発・製造基盤強化を目指すものである。また、「省エネエレ
クトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業」において、我が国が保有する高水準の要素技術等を活用し、より高性能な省エネエレク
トロニクス製品を開発することで、飛躍的な省エネルギー化の実現を目指し、安定的な供給を可能とするサプライチェーンを確保する目的で
、①新世代パワー半導体の開発、②半導体製造装置の高度化に向けた技術開発、を支援しており、2021年3月より研究テーマを募集した（事業
期間：2021年度～2025年度）。
日本学術振興会（JSPS）が管轄する「科学研究費助成事業」において、表4-6-3-1に示した研究テーマ等に対して助成が行われている。

国内の政策動向
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海外における半導体露光の前後処理技術の主な政策を表4-6-3-2に示す。
米国では、米国商務省が策定した「戦略計画2018-2022」の中で、高度な製造業における イノベーションを推進するにあたり、精密測定と

標準化を強化するため、米国国立標準技術研究所（NIST）では、製造プロセスと先端材料における測定研究を引き続き優先課題として取り組
み、表に示した半導体露光の前後技術に関する33の研究プロジェクトを支援している。また、国防総省傘下の国防高等研究計画局（DARPA）に
より、表に示した半導体露光の前後処理技術への支援が行われている。

欧州では、EUが主導するHorizon 2020の中で、表に示したフォトリソグラフィ関連技術への支援が行われている。
フランスでは、原子力・代替エネルギー庁（CEA）付属の研究機関である電子情報技術研究所（Leti）において、表に示した半導体集積回路

に関する研究プロジェクトに取り組んでいる。
ベルギーの独立系研究機関であるIMECは、世界の多くの企業や研究機関とコンソーシアムを構成し、表に示す半導体リソグラフィに関する

研究プロジェクトに取り組んでいる。

出所：
1 NIST HP https://www.nist.gov/laboratories/projects-
programs?k=semiconductor&a%5B%5D=248511&tag=
（アクセス：2021年3月12日）

２ DARPA HP https://www.darpa.mil/attachments/
DARPA_FY20_Presidents_Budget_Request.pdf
（アクセス：2021年3月12日）

３ EU Open Data Portal HP
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/
cordisH2020projects/resource/39dcb812-7900-4e85-904d-
19a4eafd926d
（アクセス：2021年3月12日）

４ leti-ces HP https://www.leti-cea.com/cea-
tech/leti/english/Pages/
Applied-Research/Technology-Fields/Silicon-Photonics.aspx
（アクセス：2021年3月12日）

５ IMEC HP
https://www.imec-int.com/en/reading-
room?page=0&partner_related=false&query=
lithography&scrolllock=true&type=press

（アクセス：2021年3月12日）

海外の政策動向
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・中国国務院では、「中国製造2025」において、「次世代情報通信技術産業」を重点分野の1つに掲げ、集積回路の高密度実装と 3 次元
（3D）マイクロアセンブリ技術を確立し、主要製造設備の供給能力の向上を実現することを目標にしている。また、中国政府は、2019
年10月に創設したファンド「国家集積回路産業投資基金第2期(National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II 
Co.Ltd.)」により、半導体デバイス製造および関連産業に投資をして、集積回路メーカーだけではなく、半導体素材および製造装置(エ
ッチング装置、CVD装置、洗浄装置、露光装置、CMP装置、リソグラフィ装置、テスト装置など)の国産化開発に取り組む企業を支援して
いる。

・韓国政府は、「“揺れない産業強国”を実現-2020年産業通商資源部の業務計画-」を2020年2月に発表し、この中でシステム半導体部
門の新産業創出を掲げており、次世代半導体のR＆Dに1兆ウォンを投資する。また、「次世代半導体」(半導体メモリ以外のシステムLSI
を指す)の技術開発に10年間(2020～2029年)で1兆ウォンの予算を投資する。

・台湾に関しては、有効な情報が見出せなかった。

出所：
１ 日中経済協会 HP https://www.jc-web.or.jp/publics/index/568/ （アクセス：2021年3月12日）
２ (株)マイナビ HP 「マイナビニュース」2019年11月6日 https://news.mynavi.jp/article/20191106-919854/ （アクセス：2021年3月12日）
３ 韓国産業通商資源部 HP http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=162681 （アクセス：2021年3月12日）
４（株）マイナビ HP 「マイナビニュース」2020年2月19日 https://news.mynavi.jp/article/20200219-977614/ （アクセス：2021年3月12日）

政策動向



出願先国(地域)別の特許出願件数推移・比率出願人国籍(地域)別の特許出願件数推移・比率(出願先：各国(地域))

・出願件数は2006～2012年は減少傾向だったが、その後は微増傾向にある。（2017年以降は、全出願データを反映していない可能性がある）
・日本国籍の出願人による出願件数が調査対象期間全体（2006～2018年）で一番であり、比率も４割を超えている。
・出願先国では2006～2008年は韓国が一番、2009～2011年は日本が一番だったが、2012年からは米国が一番となった。

特許出願件数推移・比率

20

5,162

4,363

3,807

2,913

2,956

2,730 2,669
3,044

2,865 2,986 3,028
3,295

2,828

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

合
計
出
願
件
数

出
願
人
国
籍
（
地
域
）
別
出
願
件
数

出願年（優先権主張年）

日本国籍 米国籍 欧州国籍 中国籍

韓国籍 台湾籍 その他 合計

出願人国籍

（地域）

優先権主張

2006年-2018年

合計

42,646件

（ａ）全体推移

注）2017年以降は、データベース収録の遅れ、ＰＣＴ出願の各国移行のずれ等で、全出願データを反映していない可能性がある。

日本国籍

18,531件

43.5%

米国籍

7,114件

16.7%

欧州国籍

3,867件

9.1%

中国籍

2,037件

4.8%

韓国籍

7,589件

17.8%

台湾籍

3,337件

7.8%

その他

171件

0.4%

合計

42,646件

優先権主張 2006年-2018年

5,162

4,363

3,807

2,913 2,956
2,730 2,669

3,044 2,865 2,986
3,028 3,295

2,828

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

合
計
出
願
件
数

出
願
先
国
（
地
域
）
別
出
願
件
数

出願年（優先権主張年）

日本 米国 欧州 中国 韓国 台湾 合計
出願先国

（地域）

優先権主張

2006年-2018年

合計

42,646件

（ａ）全体推移

注）2017年以降は、データベース収録の遅れ、ＰＣＴ出願の各国移行のずれ等で、全出願データを反映していない可能性がある。

日本

9,251件

21.7%

米国

10,678件

25.0%
欧州

2,084件

4.9%

中国

6,010件

14.1%

韓国

9,398件

22.0%

台湾

5,225件

12.3%

合計

42,646件

優先権主張 2006年-2018年

半導体露光の前後処理技術 – 特許動向 -



半導体露光の前後処理技術 – 特許動向 -

主要国（地域）間の特許出願件数収支
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・米国への出願が一番多く、次いで韓国、日本の順である。
・各国・地域間の収支では、日本から米国・中国・台湾・韓国
への出願が極めて多い。

・韓国から米国、台湾から米国への出願も目立つ。
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台湾籍

256件

2.7%

その他

18件

0.2%

日本国籍

419件

20.1%

米国籍

564件

27.1%

欧州国籍

714件

34.3%

中国籍

67件

3.2%

韓国籍

133件

6.4%

台湾籍

170件

8.2%

その他

17件

0.8%

日本国籍

7,422件

80.2%

米国籍

723件

7.8%

欧州国籍

645件

7.0%

中国籍

64件

0.7%

韓国籍

345件

3.7%

台湾籍

37件

0.4%

その他

15件

0.2%

日本国籍

3,424件

32.1%

米国籍

2,971件

27.8%欧州国籍

886件

8.3%

中国籍

473件

4.4%

韓国籍

1,430件

13.4%

台湾籍

1,420件

13.3%

その他

74件

0.7%

日本国籍

2,541件

48.6%

米国籍

1,025件

19.6%

欧州国籍

481件

9.2%

中国籍

52件

1.0%

韓国籍

318件

6.1%

台湾籍

787件

15.1%

その他

21件

0.4%

中国への出願
6,010件

韓国への出願
9,398件

欧州への出願
2,084件

日本への出願
9,251件

米国への出願
10,678件

933件

723件

564件

898件

1430件

345件

133件

657件

3424件

2852件

419件

1873件

886件

578件

645件

563件

473件

55件

64件

67件

優先権主張
2006年-2018年

台湾への出願
5,225件

2541件

1025件
481件

52件
318件

37件

1420件

170件

667件

256件



・調査対象期間全体（2006～2018年）で
は、日本国籍の出願人が４者で、国籍
別では一番多い。

・直近の５年間（2014～2018年）とその
前の５年間（2009～2013年）を比べる
と、米国籍の出願人の躍進が目立つ。

特許出願上位10者の年代別出願件数一覧（PCT出願除く）

特許出願上位10者の特許出願件数

22
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半導体露光の前後処理技術 – 特許動向 -

出願人別出願ランキング（出願先国・地域別）

・日本国籍の出願人は日本だけではなく、米国、中国、韓国、台湾での出願が目立つ。
・米国籍の出願人は米国だけではなく、欧州、台湾での出願が目立つ。

特許出願上位10者の特許出願件数（出願先国・地域別）

23



技術区分別出願件数

24

1,181

7,620

4,944

7,216

16,307

0 5,000 10,000 15,000 20,000

ウエハの疎水・親水化処理

フォトレジスト塗布

ベーク装置

現像・リンス

レジスト剥離、レジストの周辺

部の除去

技
術
区
分

・「レジスト剥離、レジストの周辺部の除去」が一番多く16,307件、次いで「フォトレジスト塗布」が7,620件、「現像・リンス」が7,216
件である。

半導体露光の前後処理技術 – 特許動向 -



技術区分別－出願件数推移

・「ウエハの疎水・親水化処理」は年毎に増減を繰り返している。
・「フォトレジスト塗布」、「ベーク装置」、「現像・リンス」は減少傾向である。
・「レジスト剥離、レジストの周辺部の除去」は、2006～2011年までは減少傾向だったが、2012年以降は増加傾向である。

技術区分別特許出願件数推移

25

132 100 124 99 98 44 96 71 80 61 87 110 79

1,058 799 681 573 530 526 522 637 542 511 462 449 330

773 560 455 402 419 336 292 276 335 296 246 309 245

1,064 699 591 504 534 503 485 627 450 499 465 441 354

1,866 1,627 1,371 1,151 1,118 984 1,006 1,345 1,146 1,260 1,287 1,293 853

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

出願年（優先権主張年）

注）2017年以降は、データベース収録の遅れ、ＰＣＴ出願の各国移行のずれ等で、全出願データを反映していない可能性がある。

技
術
区
分

ウエハの疎水・親水化処理

フォトレジスト塗布

ベーク装置

現像・リンス

レジスト剥離、レジストの

周辺部の除去

半導体露光の前後処理技術 – 特許動向 -



技術区分別－出願人国籍・地域別の特許出願件数

・日本国籍の出願件数が目立って多い。
・技術区分別では、全ての国・地域において「レジスト剥離、レジストの周辺部の除去」が一番多い。

技術区分別－出願人国籍・地域別特許出願件数

26

772 101 42 187 36 43

4,959 601 484 883 418 264 11

3,200 458 243 694 233 111 5

4,817 503 411 824 443 205 13

8,079
2,331

864
2,566 1,205 1,202

60

技
術
区
分

出願人国籍（地域）

優先権主張

2006年-2018年
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特許出願上位11者の出願人別特許出願件数推移

下図は、P21に示す特許出願上位10者にセメス（韓国）を加えた特許出願上位11者について、母集団の特許出願件数推移を見たものである。

・東京エレクトロン株式会社は、毎年コンスタントに300件以上の出願をしている。
・株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス、三星電子（韓国）、アプライドマテリアルズ（米国）、キヤノン株式会社、ＩＢＭ（米国）は、
一時的な落ち込みはあったものの、それ以降は増加傾向にある。

・ＴＳＭＣ（台湾）は年を追うごとに増加している。逆に、ＡＳＭＬ（オランダ）、ＳＫハイニックス（韓国）、株式会社東芝は減少傾向に
ある。

特許出願上位11者の出願人別特許出願件数推移
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561 374 392 377 505 397 352 407 342 306 417 397 369

290 268 129 70 71 121 146 157 179 206 164 257 242

21 19 35 18 39 59 108 214 211 240 271 466 461

375 378 283 225 206 162 54 11 8 29 42 23 5

332 172 132 97 87 73 65 81 151 152 144 139 128

382 478 277 135 119 58 43 13 15 28 13 6 28

120 88 125 133 103 138 81 84 39 73 16 12 7

53 84 41 14 90 46 52 87 114 104 88 112 126

74 91 45 20 43 84 95 79 105 65 89 63 103

32 29 43 47 15 23 41 36 69 123 67 55 68

54 126 92 51 16 25 32 34 19 26 35 14 27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

出願年（優先権主張年)

東京エレクトロン株式会社

株式会社ＳＣＲＥＥＮ
ホールディングス

ＴＳＭＣ（台湾）

ＡＳＭＬ（オランダ）

三星電子（韓国）

ＳＫハイニックス（韓国）

株式会社東芝

アプライドマテリアルズ

（米国）

キヤノン株式会社

ＩＢＭ（米国）

セメス（韓国）

優先権主張

2006年-2018年

注）2017年以降は、データベース収録の遅れ、ＰＣＴ出願の各国移行のずれ等で、全出願データを反映していない可能性がある。
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・東京エレクトロン株式会社は、全ての技術区分において特許出願件数が一番多い。
・技術区分別では、「レジスト剥離、レジストの周辺部の除去」がいずれの出願人においても特許出願件数が一番多い。

指定出願人別―技術区分別の特許出願件数

指定出願人の技術区分別特許出願件数
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327 116 9 40 25 24

2,073 913 128 212 194 87

1,335 624 52 168 61 80

2,241 1,237 47 224 135 97

2,786 1,458 197 233 819 581
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周辺部の除去

優先権主張

2006年-2018年
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出願人別-出願先国・地域別の特許出願件数

指定出願人の出願先国・地域別特許出願件数

・東京エレクトロン株式会社は、欧州以外の各国・地域において特許出願件数が一番である。
・ＴＳＭＣ（台湾）は、台湾よりも米国への出願が多い。
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1,582 1,004 49 574 1,116 871

995 282 3 266 367 387

107 24 5 41 44 44

47 47 62 357 38

7 978 159 423 231 364

63 627 22 172 816 53

出願先国（地域）

優先権主張

2006年-2018年

東京エレクトロン株式会社

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス

芝浦メカトロニクス株式会社

セメス（韓国）

ＴＳＭＣ（台湾）

三星電子（韓国）
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中
国
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・東京エレクトロン株式会社は、毎年コンスタントに300件以上の出願をしている。
・株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス、三星電子（韓国）は、一時的な落ち込みはあったものの、それ以降は増加傾向にある。
・ＴＳＭＣ（台湾）は年を追うごとに増加傾向にある。

出願人別の特許出願件数推移

指定出願人の特許出願件数推移

30

561 374 392 377 505 397 352 407 342 306 417 397 369

290 268 129 70 71 121 146 157 179 206 164 257 242

20 20 30 40 11 9 10 42 30 28 5 12 8

54 126 92 51 16 25 32 34 19 26 35 14 27

21 19 35 18 39 59 108 214 211 240 271 466 461

332 172 132 97 87 73 65 81 151 152 144 139 128

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

出願年（優先権主張年)

優先権主張

2006年-2018年

注）2017年以降は、データベース収録の遅れ、ＰＣＴ出願の各国移行のずれ等で、全出願データを反映していない可能性がある。

東京エレクトロン株式会社

株式会社ＳＣＲＥＥＮホール
ディングス

芝浦メカトロニクス株式会社

セメス（韓国）

ＴＳＭＣ（台湾）

三星電子（韓国）
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半導体露光の前後処理技術 –論文動向-

論文発表件数の推移(母集団)

論文発表件数の推移・比率

・増減を繰り返しながら減少傾向にある。
・日本国籍、米国籍、欧州国籍の論文発表件数は減少傾向、中国籍の

論文発表件数は横ばいである。
・一番多いのが欧州国籍で３割以上の比率を占める。次いで米国籍、

日本国籍の順番である。

研究者所属機関国籍・地域別の論文発表件数推移(母集団) 研究者所属機関国籍・地域別の論文発表件数比率(母集団)
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7 10 15 8 4 17 17 3 13 8 7 8 7 6

24 25 18 11 15 17 15 11 16 12 7 10 7 7

18 26 32 15 21 28 25 19 12 17 6 13 12 7

3 5 3 2 3 3 4 2 1 6 5 3 4 3

1 6 2 1 2 4 4 1 3 1 1 2 3 1

5 3 5 7 3 1 8 2 2 2 1

5 7 4 2 1 5 3 4 2 5 2 5 6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

発表年
論文発表年

2006年-2019年
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者
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関
国
籍
（
地
域
）

日本国籍

米国籍

欧州国籍

中国籍

韓国籍

台湾籍

その他

注）第一著者だけでなく共同執筆者全員の国籍を集計対象としているため、合計は母集団の論文数より大きい
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母集団 論文数合計 599件

論文発表年 2006年-2019年

日本国籍

130件

17.4%

米国籍

195件

26.2%
欧州国籍

251件

33.7%

中国籍

47件

6.3%

韓国籍

32件

4.3%

台湾籍

39件

5.2%

その他

51件

6.8%

論文発表年 2006年-2019年

合計

745件



半導体露光の前後処理技術 –論文動向-

技術区分別論文発表件数・比率

技術区分別の論文発表件数

・「ウエハの前処理－ウエハの疎水・親水化処理）」が一番多く、177件（24.3％）である。次いで「レジスト剥離－レジスト剥離、レジ
ストの周辺部の除去）」が159件（21.8％）である。

32

ウエハの前処理

177件

24.3%

フォトレジ

スト塗布

143件

19.6%

ベーク装置

114件

15.6%

現像・リンス

136件

18.7%

レジスト剥離

159件

21.8%

論文発表年 2006年-2019年

合計

729件

技術区分別の論文発表件数比率

177

143

114

136

159

0 50 100 150 200

ウエハの前処理

フォトレジスト塗布

ベーク装置

現像・リンス

レジスト剥離

論文発表件数
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術
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分

論文発表年
2006～2019年

注）複数の技術区分に該当する論文があるため、合計は母集団の論文数より大きい
合計 729件



半導体露光の前後処理技術 –論文動向-

技術区分別論文発表件数推移

技術区分別の論文発表件数推移

・どの技術区分も概ね数年周期で増減を繰り返している。

33

10 17 19 8 13 19 19 12 15 12 7 7 14 5

20 13 19 10 6 16 14 7 14 5 6 8 3 2

11 11 18 6 5 13 10 5 8 7 5 3 7 5

12 14 13 7 8 11 13 5 14 12 6 9 7 5

13 19 18 8 9 14 19 7 7 7 11 7 8 12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

発表年
論文発表年

2006年-2019年

技
術
区
分

ウエハの前処理

フォトレジスト塗布

ベーク装置

現像・リンス

レジスト剥離

注）複数の技術区分に該当する論文があるため、合計は母集団の論文数より大きい
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